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Wspdtczesna technologia jest zalezna od “narzedzi” przetwarzajacych i magazynujacych informacje,
takich jak komputery, smartfony oraz wiele innych urzadzen elektronicznych. Wszystkie te urzadzenia
wykorzystuja do swego dziatania podzespoty potprzewodnikowe takiej jak tranzystory, diody, czy
lasery. Dlatego tez technologie potprzewodnikowe stanowia jeden z filarbw rozwoju obecnej
cywilizacji. Wspotczesna elektronika zdominowana jest przez technologi¢ krzemowa, ktora zbliza si¢
jednak do limitow wydajnosci wynikajacych z fizycznych wtasnosci samego krzemu. W zwigzku z tym
naukowcy podejmujg  wysitki zmierzajace w  kierunku dalszego rozwoju technologii
potprzewodnikowych. W szczeg6lnosci poszukuje si¢ nowych materiatow potprzewodnikowych,
ktorych wlasnosci pozwolg na jeszcze wydajniejsze przetwarzanie informacji. Dichalkogenki metali
przejsciowych nalezg do grupy materiatow, ktore potencjalnie pozwolg na dalszy dynamiczny rozwdj
technologii przetwarzania informacji. Dzigki wykorzystaniu unikalnych cech struktury pasmowej
dichalkogenkow metali przejsciowych mozliwe bedzie zakodowanie przy uzyciu pojedynczego
elektronu o$miu bitoéw informacji, zamiast dwoch, wykorzystujac do tego dodatkowe stopnie swobody:
fadunek, spin oraz pseudospin. Umozliwi to przetwarzanie wiekszej ilosci informacji w krotszym czasie,
przy mniejszym zuzyciu energii. Pozwoli to na stworzenie szybszych i bardziej ekologicznych
komputerow. Wykorzystanie dodatkowych stopni swobody elektrondéw w tych materiatach daje
nadziej¢ na rozwdj elektroniki wykraczajgcy poza poza granice wyznaczone przez prawo Moora.

Zanim jednak to nastapi wlasnosci tych materiatdow musza by¢ doglebnie poznane oraz sposoby na ich
deterministyczng kontrole. Jednym z bardziej obiecujacych kierunku rozwoju urzadzen bazujacych na
dichalkogenkach metali przejsciowych jest tworzenie tak zwanych heterostruktur czyli taczenie dwoch
réznych monowarst tych materiatlow. Z takiego potaczenie powstajg struktury posiadajace kluczowe
wiasnosci monowarstw oraz wiele innych korzystnych cech, ktére potencjalnie pozwola na skuteczng
kontrole spinu oraz pseudospinu nosnikow. Badania whasno$ci oraz kontroli wewnetrznych stopni
swobody elektrow w takich heterostrukturach jest przedmiotem tego projektu.



